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Cel, geneza i zakres pracy
Celem pracy jest wykonanie uktadu do pomiaru tadunku bramki polowych tranzystoréw mocy MOSFET i IGBT
metoda ataku pradowego.

tadunek bramki (oraz jego poszczegolne sktadowe) jest istotnym parametrem polowych tranzystoréw mocy,
posiadajacym duze znaczenie praktyczne dla projektantdéw uktaddw elektronicznych. Pozwala on oszacowac
szybko$¢ przetaczania i moc strat dynamicznych w przyrzadzie, a tym samym dobrac przyrzad do konkretnej
aplikacji, jak réwniez odpowiednio zaprojektowac obwdd sterowania. Iloczyn rezystancji w stanie zataczenia i
tadunku bramki jest ogdlnie przyjetym parametrem syntetycznie charakteryzujacym statyczne i dynamiczne
wiasciwosci tranzystora. Uktad do pomiaru tadunku bramki bedzie wykorzystywany w Katedrze do badan
naukowych nad wptywem kluczy potprzewodnikowych na dziatanie uktadéw przeksztattnikowych, jak rowniez
jako element stanowiska dydaktycznego obrazujacego istotnos¢ tadunku bramkowego i pokazujacego jedng
z metod jego wyznaczania.

Skonstruowany uktad powinien umozliwia¢ pomiar tadunku bramki tranzystorow MOSFET i IGBT o
maksymalnej mocy znamionowej rzedu odpowiadajacego obudowie TO247. Powinien on dziata¢ na zasadzie
ataku pradowego, w zwigzku z czym istotnym elementem bedzie Zzrédto pradu statego o nastawnej
amplitudzie. Uktad powinien rowniez umozliwia¢ nastawe maksymalnego napiecia bramki. Zasilanie obwodu
mocy bedzie realizowane z zewnetrznego zasilacza; nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ pracy z napieciami do

600 V. Wstepnie przewiduje sie wyznaczanie fadunku w drodze rejestracji na oscyloskopie przebiegu napiecia
bramka—zrodto i detekcji poszczegdinych odcinkdw czasu, lub w drodze rejestracji pradu bramki i jego
catkowania. Do celéw przetwarzania danych nalezy zaimplementowac odpowiednie funkcje w programie
Scilab. Ukfad nalezy wyposazy¢ w interfejs uzytkownika i zabezpieczenia umozliwiajgce zastosowanie w
laboratorium dydaktycznym. W pracy nalezy opisac rowniez inne metody wyznaczania tadunku bramki.

Mozliwos$¢ poszerzenia lub modyfikacji zakresu
Implementacja pomiaru fadunku w mikroprocesorze. Komunikacja z komputerem.

Pozadane umiejetnosci na poziomie programu studiow
Obstuga aparatury pomiarowej. Projektowanie i konstrukcja uktadéw elektronicznych. Zdolno$¢ rozumienia
zagadnien algorytmow przetwarzania danych.
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